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Slika 1 – Dielektrični valovod.

dielektrična obloga n
2

dielektrično
   jedro n

1

popolni odboj

popolni odboj popolni odboj

debelina obloge d >> λ za majhne izgube

d

žarekžarek

Θ

pogoj za popolni odboj:  Θ > arcsin(n
2
/n

1
)



Slika 2 – Snovno slabljenje.
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Slika 3 – Numerična apertura.
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Slika 4 – Mnogorodovna disperzija.
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Slika 5 – Gradientno vlakno G.651.
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Slika 6 – Enorodovno vlakno G.652.
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Slika 7 – Rezonance snovi in skupinska zakasnitev.
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Slika 8 – Snovna in valovodna disperzija.
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Slika 9 – Disperzijsko-premaknjeno vlakno G.653.



Slika 10 – Jakost polja in gostota moči.
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Slika 11 – Nelinearni pojavi v steklu.
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Slika 12 – Vlakna z neničelno disperzijo G.655.



Slika 13 – Širokopasovna vlakna G.656.



Slika 14 – Polarizacijska disperzija.
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Slika 15 – Močno-dvolomno PANDA vlakno.
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Slika 16 –  Krivinsko slabljenje in vlakna G.657.
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Slika 17 – Krivinsko slabljenje vlaken G.657.

Vlakna G.657: odporna na krivine tudi pri λ = 1.6μm
tip A združljiv z G.652
tip B za napeljavo v zgradbah 

♦ G.652D



Slika 18 – Sklop izvora in detektorja.
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Slika 19 – Tabela enorodovnih vlaken.



Slika 20 – Primerjava omejitev svetlobnih vlaken.
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